VI. CONCLUSIONES

Como se ha presentado en el trabajo, parte de disehar un convertidor buck es
elegir el par de MOSFETs adecuado. Para poder realizar esa accion es vital el
entendimiento de los mecanismos relacionados a las pérdidas de potencia en los
MOSFETs. Ha sido dada la teoria basica y el como evaluar las pérdidas de
potencia de los MOSFETs dependiendo de sus parametros tecnoldgicos. Ahora
solo es cuestion de dar valores diferentes a los parametros introducidos en las
féormulas para crear las tablas en Excel, para observar como se puede variar la
forma de la curva de la eficiencia en concordancia con las necesidades de la
aplicacion.

En este reporte han sido explicadas en detalle las interdependencias de la
eficiencia del convertidor buck y los parametros tecnolégicos de los MOSFETSs (ver
tabla 6.1).

< IMPACTA EN
PARAMETRO PERDIDAS
Rds_on [mQ] Por conduccion
Qgd [nC] Por conmutacion

capacitiva

Por conmutacion

Lstray [nH] inductiva

Por carga de compuerta

Qg [nC] por circuito driver
Por capacitancia de
Qoss [nC] salida
Por conduccién del
Vsd [V] diodo de cuerpo
Por recuperacion
Qrr [nC] inversa del diodo de

cuerpo

Tabla 6.1 Resumen de parametros y su tipo de afectacion.

Las formulas presentadas y la teoria sobre la conmutacién limitada capacitiva e
inductivamente han sido verificadas por las mediciones presentadas en la seccién
V de este reporte. Especialmente los temas de la conmutacion limitada capacitiva
e inductivamente han sido tratados en detalle, ya que los MOSFETs de
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conmutacion rapida introducidos por las tecnologias de vanguardia provocaran
cambios importantes en el modo de determinar las pérdidas por conmutacion.

Los conceptos introducidos, sobre las caracteristicas técnicas de los MOSFETs y
su impacto en la eficiencia de los SBCs, dan una guia para incrementar aun mas
la eficiencia mencionada, en el futuro, al cambiar los parametros tecnologicos
adecuados dentro de los MOSFETSs.
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